TRANSISTOR BIPOLAR

Introduccion - Principio de funcionamiento
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EL TRANSISTOR BIPOLAR (BJT)

e El transistor es un dispositivo de 3 terminales con los siguientes
nombres: Base (B), Colector (C) y Emisor (E), coincidiendo
siempre, el emisor, con el terminal que tiene la flecha en el
grafico de transistor.

Colector Colector

e El transistor es un Amplificador de Corriente, esto quiere decir
que si le introducimos una corriente por el terminal de Base Emisor
(IB), entregara por el terminal de Colector (IC), una corriente
mayor en un factor que se llama ganancia de corriente en
emisor comun (b) - IC = b IB El factor 3 (Beta) es un parametro
del transistor.

Emisor




EL TRANSISTOR BIPOLAR (BJT)

COMPOSICION:

e Un material N entre 2 P obteniéndose asi el transistor P-N-P
e Un material P entre 2 N, teniendo en este caso el transistor N-P-N

De cada reqién sale un terminal, con Ia siguiente denominacion.

® E: EMISOR. Es una region muy dopada, debe su nombre a que funciona como emisor de
portadores de carga, mayor dopaje significa mas cantidad de portadores para aportar a la corriente.

® B: BASE. Es la region central, la mas fina de todas, de poco dopaje, y la funcion es la de controlar el
paso de los portadores, es una zona de poca recombinacién por lo que la mayoria de los portadores
emitidos por el emisor pasan hacia el colector, cabe destacar que el hecho de que esta zona sea
estrecha es lo que posibilita que el dispositivo funcione como transistor.

® C:. COLECTOR. Esta regién esta unida a la base y es de mayor tamafio y tiene como objetivo captar
los portadores inyectados desde el emisor.



ESTRUCTURAY SIMBOLO
TRANSISTOR NPN




ESTRUCTURAY SIMBOLO
TRANSISTOR PNP




EFECTO TRANSISTOR

e El efecto transistor consiste en que la mayor parte de los portadores mayoritarios inyectados desde el

emisor, no se recombinan en la base, debido al bajo dopaje de la misma, y sean arrastrados hacia el
colector.

e Para lograr esto, se requiere polarizar al transistor.

e Polarizar significa aplicar las tensiones a cada terminal del transistor de modo de que las uniones
queden en directa o inversa, segun el uso que queramos dar al transistor.

Directo Directo Saturacion Cortocircuito

Directo Inverso Activa Amplificador

Inverso Inverso Corte Circuito abierto

Inverso Directo Activa inversa No se utiliza




CONFIGURACIONES TIiPICAS

® Si bien el transistor es un elemento de 3 terminales, puede facilmente asimilarse a un cuadripolo,
lo cual facilita el estudio.

® | as configuraciones tipicas del transistor reciben su nombre de acuerdo al terminal que se
comparte entre la entrada y la salida de la configuracidon adoptada.

® Cada configuracion tiene su utilidad, nosotros nos limitaremos a la de emisor comun.
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CARACTERISTICA DE CADA CONFIGURACION

e Base comun (BC): Aicc = 1; Re pequena; Rs muy grande.

® Colector comun (CC): Aicc elevada; Re muy grande; Rs muy pequena.
® Emisor comun (EC): Aicc elevada; Re pequena; Rs grande.

® El montaje EC se aproxima mas al amplificador de corriente ideal.

e El montaje BC permite adaptar una fuente de baja resistencia que ataca a una
carga de alta resistencia.

® El montaje CC adapta una fuente de alta resistencia de salida a una carga de
bajo valor.



CONFIGURACION EMISOR COMUN

® En el montaje EC de la figura, se polariza directamente la unién Base Emisor; e inversamente la
unién Base-Colector.

® Se polariza el BJT si Vbe aprox. 0,7 voltios (polarizacién directa), y Vce>Vbe (union base-colector en
inversa).

® La corriente de emisor es aquella que pasa por la union base-emisor polarizada en directa y depende
de Vbe al igual que en un diodo pn.




FUNCIONAMIENTO EMISOR COMUN

De esta forma entre el emisor y el colector circula una
gran corriente, mientras que por la base la corriente es
muy pequenaq, el control de la corriente se realiza
justamente con la corriente del terminal de la base.

Se produce también una corriente Ico denominada
corriente inversa de saturacién de la unién B-C, de bajo
valor que es debida a los portadores minoritarios.

Por lo tanto la corriente de colector es la suma de la
corriente de emisor y de esta lco lc=alg + I¢,

o tiene un valor normalmente de 0,9 a 0,999 y es el
porcentaje de corriente que es absorbida por la base,
debido a los valores cercanos a 1, vemos que la corriente
de colector es practicamente igual a la de emisor. o = Ic/Ie




CURVAS CARACTERISTICAS

e Debido a la similitud con un cuadripolo que hemos tomado cuando analizamos la configuracién,
tendremos curvas de la entrada del cuadripolo y curvas de salida.

Vg (Volt)




REGIONES DE TRABAJO

e Observando las curvas de salida podemos reconocer 3 zonas de trabajo
e Region activa (1) Corriente de colector, proporcional a corriente de base (Amplificador
e Region de corte (Il) Corriente de colector cero tedricamente (interruptor abierto)

e Regidn de saturacion (1) Tension Vce aproximadamente cero (interruptor cerrado)




RECTA DE CARGA

e Al aplicar la 22 Ley de Kirchhoff a la malla formada por la tensién de alimentacion, resistencia de
colector, colector y emisor, se obtiene la relacion entre la corriente de colector y la tension colector
— emisor, dependiendo de la resistencia de carga (Rc).
Vg =Vip + Vi =RtV Vee =Vie ¥Vep i R4V
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